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6-й курс
Дмитрий Антипов
(ФФ – 6-й курс)

Экспресс-характеризация волноводных гетероструктур с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe с квазирелятивистcким законом дисперсии носителей методом спектроскопии фотолюминесценции при комнатной температуре
Руководитель: к.ф.-м.н. С.В. Морозов
Гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) Hg(Cd)Te/CdHgTe являются перспективными кандидатами для создания межзонных лазеров диапазона 25 – 60 мкм – полосы остаточных лучей AIIIBV материалов, из которых изготовлены квантово–каскадные лазеры, обладающие наилучшими характеристиками в диапазонах 1-20 мкм и 60 - 300 мкм.
В данной работе рассматривается экспресс-методика постростовой характеризации структур с КЯ HgCdTe/CdHgTe методом спектроскопии ФЛ при комнатной температуре. В работе обсуждаются наблюдаемые закономерности в спектрах ФЛ структур. В частности, приводятся упрощенные эмпирические соотношения, связывающие длину волны генерации СИ при температурах жидкого гелия, с положением длинноволнового края ФЛ при комнатной температуре, а также анализируется влияние неоднородности параметров КЯ в структуре на ширину спектров ФЛ и в конечном итоге на возможность генерации СИ.
Егор Глушков
(ВШОПФ – 6-й курс)

Влияние резонансной активации на чувствительность джозефсоновского порогового детектора
Руководитель: д.ф.-м.н. А.Л. Панкратов
Численно исследован джозефсоновский переход как детектор слабых сигналов при наличии шума в рамках резистивно-емкостной модели. Найден диапазон параметров, в котором обнаружение может быть более эффективным [1]. Продемонстрировано, что при уменьшении мощности сигнала двойные минимумы среднего времени переключения и стандартного отклонения трансформируются в единый минимум, что соответствует взаимодействию между режимами подавления шума и резонансной активации. Резонансные свойства системы позволяют обнаруживать сигналы, амплитуды которых меньше разницы между критическим током и током смещения джозефсоновского перехода. С уменьшением затухания становится возможным эффективное обнаружение слабых сигналов на субгармониках резонансной частоты. 

Исследована динамика переключений джозефсоновского перехода в случае, когда критерием переключений является превышение определенного уровня напряжения, что соответствует экспериментальной ситуации. Проведено сравнение результатов переключений по фазе и по напряжению.

1. A.A. Yablokov, E.I. Glushkov, A.L. Pankratov, A.V. Gordeeva, L.S. Kuzmin, E.V. Il’ichev, Resonant response drives sensitivity of Josephson escape detector, Chaos, Solitons and Fractals 148, 111058 (2021).
Андрей Майоров
(РФФ – 6-й курс)

Применение метода терагерцовой газовой спектроскопии высокого разрешения на эффекте быстрого прохождения частоты для исследования состава продуктов термического разложения образцов биологических жидкостей
Руководитель: к.ф.-м.н. М.Б. Черняева
Приведены результаты применения метода терагерцовой газовой спектроскопии высокого разрешения на эффекте быстрого прохождения частоты для исследования состава продуктов термического разложения образцов биологических жидкостей (урины), разных биологических объектов. Были исследованы: а) образцы, взятые до и после проведения химиотерапии у пациентов с онкологическими заболеваниями, а также условно здоровых добровольцев; б) образцы, взятые у крыс, интактных и с искусственно вызванным дисбактериозом (без лечения, с проводимым лечением). Выявлены совокупности метаболитов, появляющихся при термическом разложении образцов. Использование ТГц нестационарной спектроскопии высокого разрешения позволяет провести качественный анализ состава метаболитов биологического объекта, содержащихся в биологических жидкостях, а также выявить изменения состава при внешних воздействиях, когда их обнаружение клиническими методами еще невозможно.
Анна Разова
(РФФ – 6-й курс)

Исследование влияния разогрева носителей на стимулированное излучение в гетероструктурах с квантовыми ямами на основе HgCdTe в среднем инфракрасном диапазоне
Руководитель: к.ф.-м.н. С.В. Морозов
Компактные полупроводниковые источники излучения в среднем ИК-диапазоне представляют большой интерес для химического анализа, медицины. Перспективным материалом для этого являются узкозонные гетероструктуры с КЯ HgCdTe/CdHgTe, где из-за наличия участка симметричного закона дисперсии носителей пороговая энергия оже-рекомбинации в разы больше по сравнению с объемным материалом, что позволяет а) получить стимулированное излучение (СИ) вплоть до 31 мкм, б) увеличить температуру «гашения» СИ. Но с увеличением температуры растет пороговая плотность мощности накачки наблюдения СИ и эффективная температура носителей. В данной работе проведены исследования зависимости СИ в структурах с КЯ HgCdTe/CdHgTe от температуры и плотности мощности оптического возбуждения в диапазоне 5-10 мкм. Обнаружено, что при плотностях мощностей возбуждения до 100 кВт/см2 максимальная температура наблюдения СИ составляет примерно 200 К, а рассчитанная пороговая энергия оже-процесса больше кТ для 200 К в 3-4 раза. Таким образом, в области 5-10 мкм температура «гашения» СИ определяется «включением» оже-рекомбинации за счет электронного разогрева носителей при увеличении плотности мощности накачки возбуждения.
Юрий Сачков
(ВШОПФ – 6-й курс)

Магнитоиндуцированные эффекты в тонких пленках фталоцианина марганца
Руководитель: к.х.н. Г.Л. Пахомов
Фталоцианин марганца MnPc представляет собой парамагнитный металлоорганический молекулярный комплекс, обладающий интересными магнитными и электрофизическими свойствами. Ранее нами впервые был установлен факт влияния внешних магнитных полей на зародышеобразование, рост и упорядочение в молекулярных кристаллических пленках MnPc. Были высказаны предположения о механизмах такого влияния, до сих пор не нашедшие однозначного подтверждения. В текущей работе исследуются начальные стадии роста слоев β-MnPc на темплейтах Co/Pt, обладающих магнитной доменной структурой. Показано, что на начальном этапе роста происходит декорирование доменной структуры темплейтов фталоцианином марганца. На последующих этапах наблюдается переход от роста сплошной пленки к росту островков, а затем и вискерных нитевидных кристаллов MnPc. Данные особенности морфологии слоев MnPc могут быть использованы для их структурирования и практического применения в органических тонкопленочных устройствах.
Александр Трошкин
(РФФ – 6-й курс)

Исследование стимулированного излучения в гетероструктурах с квантовыми ямами HgCdTe / CdHgTe в диапазоне 3-5 микрон

Руководитель: к.ф.-м.н. С.В. Морозов
Компактные полупроводниковые источники среднего инфракрасного диапазона важны для ряда применений, связанных с химическим анализом. Спектры поглощения атмосферы в среднем ИК-диапазоне обнаруживают ряд спектроскопических линий, соответствующих практически важным газам, включая CO, CO2, N2O, NO, SO2, HCl и H2O [1]. Возможность измерения их концентрации в атмосфере имеет первостепенное значение, например, для мониторинга загрязнения окружающей среды. Гетероструктуры с квантовыми ямами на основе HgCdTe являются перспективной системой для создания компактных полупроводниковых источников в среднем инфракрасном диапазоне. Стимулированное излучение гетероструктур HgCdTe ранее наблюдалось на длинах волн до 3,7 мкм при температурах выше 200 К [2], но оптимальная конструкция активной области таких структур все еще обсуждается. 
В данной работе исследовались спектры излучения гетероструктур HgCdTe/CdHgTe с 3-мя и 10-ю квантовыми ямами, dQW~2.8 нм и dQW~1.9 нм соответственно. Структуры, изученные в данной работе, были выращена методом молекулярно пучковой эпитаксии на подложке GaAs (013) [3]. Излучение структур исследовалось двумя различными способами: структуры помещались в криостат и без криостата при комнатной температуре. Оптическое возбуждение структур обеспечивалось параметрическим генератором света ближнего ИК-диапазона с Nd:YAG накачкой, который обеспечивает мощные импульсы (с пиковой интенсивностью до 100 кВт∕см2) длительностью 10 нс и имеет настраиваемую длину волны от 1 до 1,8 мкм. Излучение накачки фокусировалось в пятно, полностью покрывающее образец. Излучение структуры снимали с поверхности образца и направляли в спектрометр, снабженный фотоэлектрическим детектором.
При исследовании структур в криостате максимальная температура для получения стимулированного излучения составляла 210 К, после чего наблюдалась фотолюминесценция. Построив зависимость пиков фотолюминесценции, было выявлено, что пик фотолюминесценции при увеличении температуры сдвигается также, как сдвигался бы пик стимулированного излучения в данном образце. Сдвиг спектра объясняется изменением ширины запрещенной зоны в образце. А возможность получения стимулированного излучения может ограничиваться недостаточной мощностью накачки. 

Исследование структур при комнатной температуре показало, что в них удается получить стимулированное излучение на длинах волн 2.5 мкм и 2.7 мкм для структур с 3-мя и 10-ю квантовыми ямами соответственно. 

Отсюда можно сделать вывод, что в ходе исследования структур в криостате необходима большая мощность накачки, а также использование фокусировки. В то же время полученные результаты показывают, что гетероструктуры HgCdTe могут быть использованы для создания лазеров, работающих при комнатной температуре на длинах волн по крайней мере 2,7 мкм. Для увеличения длины волны необходимо сосредоточиться на повышении однородности структуры, подавлении оже-рекомбинации
1. I. E. Gordon et al., J. Quantum Spectrosc. Radiat. Transf. 203, 3–69 (2017).

2. Kudryavtsev et al., Applied Physics Letters, 117(8), 083103.

3. N. N. Mikhailov et al., Int. J. Nanotechnol. 3(1), 120–130 (2006). 
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4-й курс
Егор Андронов
(НГТУ– 4-й курс)

Исследование энергии Урбаха в объемных эпитаксиальных пленках HgCdTe, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs и Si
Руководитель: к.ф.-м.н. В.В. Румянцев
Цель работы – исследование энергии Урбаха в объемных эпитаксиальных пленках HgCdTe, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs и Si. Энергия Урбаха вычислялась путем аппроксимации длинноволнового края спектров межзонной фотолюминесценции и/или фотопроводимости. Характерные значения энергии Урбаха в структурах HgCdTe с долей кадмия 0,2 находятся в диапазоне от 1 мэВ до 5 мэВ, что на порядок меньше, чем в известных работах, где характерные энергии превышают 12 мэВ [1]. Было установлено, что энергия Урбаха существенно изменяется с температурой, соответствующие зависимости сравнивались с моделями Коди [2] и Васима [3]. Показано, что участок Урбаха, который наблюдается на исследуемых спектрах) определяется фундаментальным взаимодействием фононов и носителей заряда, а не качеством самих структур. 

1. Chang Y., Badano G., Zhao J., Zhou Y.D., Ashokan R., Grein C.H., Nathan V. // Journal of Electronic Materials. 2004. Vol. 33, № 6. Р. 709-713.

2. Cody G.D., Tiedje T., Abeles B., Brooks B., Goldstein Y. // Phys. Rev. Lett. 1981. Vol. 47, № 20. Р. 1480–1483.

3. S. M. Wasim, G. Marin, C. Rincon, and G. S. Perez, J. Appl. Phys. 84, 5823 (1998).
Галина Антышева

(РФФ – 4-й курс)

Исследование термостабильности слоев бериллия в многослойных зеркалах
Руководитель:к.ф.-м.н. Кумар Ниранджан
Термическая стабильность периодических многослойных зеркал в окружающей атмосфере является одним из основных требований для технологических применений. Многослойность Mo/Be и W/Be была получена с помощью метода магнетронного напыления. Микроструктуру пленок бериллия в обоих периодических многослойных структурах после термического отжига определяли методом комбинационной спектроскопии. Красное смещение и ширина полосы пропускания поперечной оптической фононной моды бериллия наблюдались с увеличением температуры отжига как в многослойных зеркалах Mo/Be, так и в W/Be. Это было связано с ростом дефектов и неупорядоченной фазы. Кристаллическая фаза бериллия была полностью преобразована в аморфную фазу при температуре отжига 723 K. Результаты показали, что микроструктура бериллия в многослойном W/Be более стабильна при более высокой температуре отжига.
Дмитрий Быков
(НГТУ – 4-й курс)

Генерация разностной частоты терагерцового диапазона в фотонных кристаллах
Руководитель: к.ф.-м.н. М.С. Жолудев
В работе исследуется возможность получения терагерцового излучения за счет генерации разностной частоты для волн ближнего инфракрасного диапазона. В качестве нелинейной среды предлагается использовать фотонный кристалл на основе полярных полупроводников, закон дисперсии которого обеспечивает выполнение условий фазового синхронизма. Для расчёта зонной структуры фотонного кристалла используется уравнение для магнитного поля волны, полученное из уравнений Максвелла. С помощью метода Фурье, задача сводится к вычислению собственных значений эрмитово-симметричной матрицы.
Олег Вязанкин
(РФФ– 4-й курс)

Моделирование метода гомодинной демодуляции в схеме с тандемным низкокогерентным интерферометром
Руководитель: к.ф.-м.н. П.В. Волков
Алгоритм гомодинной демодуляции на основе перекрестного перемножения является одним из наиболее распространенных на данный момент алгоритмов демодуляции. Однако у метода присутствует существенный недостаток - чувствительный элемент встроен в измерительный интерферометр и это затрудняет применение метода если объект исследования находиться на большом расстоянии либо в зоне с сильными шумами. Для решения этой проблемы прибегаем к использованию низкокогерентной схемы тандема из двух интерферометров опорного и сенсорного получая возможность удалённо измерять колебания.
Олег Залян
(ВШОПФ – 4-й курс)

Диодный эффект в сверхпроводящей плёнке покрытой ферромагнитным изолятором
Руководитель: д.ф.-м.н. А.С. Мельников
На примере сверхпроводящей тонкой плёнки покрытой однородно намагниченным ферромагнитным изолятором исследуется диодный эффект, возникающий за счёт со спин-орбитального взаимодействия типа Рашбы на границе раздела материалов. Пользуясь уравнениями теории Гинзбурга-Ландау мы получаем эффективное уравнение на параметр порядка в двумерном сверхпроводнике. Из уравнений видно, что для тока распаривания наблюдается диодный эффект.
Екатерина Иванова
(РФФ – 4-й курс)

Магнитная экранировка в сверхпроводниках с неоднородной лондоновской длиной
Руководитель: к.ф.-м.н. Д.А. Савинов
В работе исследованы особенности экранирования внешнего магнитного поля в полуограниченном сверхпроводнике, в котором лондоновская длина λ оказывается неоднородной. В рамках вариационного принципа получено модифицированное уравнение Лондонов для магнитного поля внутри сверхпроводника с произвольным одномерным распределением λ. В частности, рассмотрена задача с модельным профилем λ в виде ступенчатой функции, что фактически имитирует полуограниченный сверхпроводник, который состоит из двух слоев, отличающимися значениями лондоновских длин. Для данной задачи выведены граничные условия и получены точные выражение для распределения магнитных полей. Показано, что экранировка в первом слое сверхпроводника существенно зависит от лондоновской длины второго слоя. Также в работе рассмотрен случай гладкого распределения λ(х) внутри сверхпроводящего полупространства. Для решения данной задачи был использован метод пробных функций. На данный момент задача решена для простейшего профиля, задающегося экспоненциальной функцией. Изучены выражения для эффективного декремента затухания магнитного поля для разных предельных случаев.
Денис Постнов

(РФФ – 4-й курс)

Модель развития двух частот в лазерной среде на основе кремния легированного висмутом
Руководитель: к.ф.-м.н. Р.Х. Жукавин

Предложена модель описывающее развитие, подавление и конкуренцию двух частот в лазерной среде на основе кремния, легированного висмутом. Анализ проводился в рамках решения балансных уравнений с использованием различных соотношений для скоростей релаксации и накачки.
Модель предполагает наличие в системе быстрого сброса электронов с верхнего рабочего уровня, минуя нижние рабочие уровни. А также близость друг к друг двух нижних рабочих состояний и соответственно малое отличие их параметров. Так же предполагаем что температура достаточно низка и все электроны находятся на нижнем уровне.
Сергей Разов

(РФФ – 4-й курс)

Применение метода ТГц нестационарной газовой спектроскопии высокого разрешения для исследования состава смеси химических высокочистых веществ
Руководитель: к.ф.-м.н. М.Б. Черняева

В настоящее время во многих научных областях и практических приложениях (медицина биология, экология, системы безопасности) возникает потребность исследования состава многокомпонентных газовых смесей, включая детектирование веществ, находящихся в смеси в следовых концентрациях.  Перспективным для таких исследований является метод газовой  ТГц  спектроскопии высокого разрешения. Приведены результаты исследований состава модельной смеси  – паров и продуктов разложения жидкости, полученной в результате смешивания двух химических соединений (бензальдегида (C6H5CHO) и этилформиата (HCOOC2H5)) – с использованием спектрометра с фазовой манипуляцией воздействующего на газ излучения. Верификация результатов проводилась параллельно с использованием хроматографического метода, совмещенного с масс-спектрометрией (НГТУ им.Р.Е.Алексеева). Кроме этилформиата и  бензальдегида, в исследуемой смеси обоими методами были обнаружен ряд примесей или продуктов реакций, происшедших при нагреве смеси, что говорит об их достоверном присутствии.
Савелий Цветков

(РФФ – 4-й курс)

Образование локализованных зародышей в сверхпроводниках с модулированной длиной когерентности
Руководитель: к.ф.-м.н. Д.А. Савинов

В рамках теории Гинзбурга-Ландау были исследованы особенности локализованного зарождения параметра порядка в сверхпроводниках с модельным профилем модуляции длины когерентности, имитирующим один локализованный дефект в одномерном случае. С помощью метода пробных функций в работе изучены особенности линий фазового перехода для двух систем – неограниченного сверхпроводника и полуограниченного сверхпроводника  В слабых магнитных полях пространственный масштаб параметра порядка определяется средней по образцу длиной когерентности ξ. Для достаточно больших магнитных полей параметр порядка может быть локализован вблизи минимумов длины когерентности ξ, что приводит к повышению критической температуры. Следовательно, при постепенном увеличении магнитного поля возникает конкуренция между различными видами зарождения сверхпроводимости, что приводит к положительной кривизне линии фазового перехода. Таким образом, в данной работе была описана нелинейность линии фазового перехода вблизи [image: image2.png]


, что достаточно часто обнаруживается экспериментально для ряда композитных сверхпроводников.
Андрей Шифанов

(РФФ – 4-й курс)

Знакомство с принципами низкотемпературных туннельных измерений на сверхвысоковакуумном измерительном комплексе Omicron Nanotechnology
Руководитель: д.ф.-м.н. А.Ю. Аладышкин

Основной целью работы в этом семестре было знакомство с основными принципами работы на сверхвысоковакуумном измерительном комплексе Omicron Nanotechnology и методом термического (электронно-лучевого) осаждения металлов на примере свинца. Я принимал участие в процедуре напыления тонких плёнок и островков свинца на реконструированную поверхность Si(111)7x7 и характеризации их морфологических и электронных свойств методом сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии. Я познакомился с принципами численной обработки топографических изображений (с помощью программ Gwyddion и Vernissage) и туннельных спектров и карт дифференциальной проводимости (с помощью программ Gwyddion и Matlab).
23 декабря, четверг, 14:00





5-й курс
Валерия Гусева
(РФФ – 5-й курс)

Исследование зависимости интенсивности эмиссионных линий газов ЭУФ диапазона от давления газа на входе в сверхзвуковое сопло
Руководитель:к.ф.-м.н. А.Н. Нечай

В настоящей работе проведено исследование эмиссионных спектров для следующих газов: Ar, Kr, CO2, CHF3, N2, в зависимости от энергии лазерного излучения. Исследовались спектры в диапазоне экстремального ультрафиолетового излучения, исследуемый спектральный диапазон 80-200А. В качестве источника возбуждения использовался Nd:YAG лазер с длиной волны 1064нм, длительность импульса 5нс, энергия импульса 0,8Дж. В качестве источника газовой струи использовалось коническое сверхзвуковое сопло dкр=0,45мм, l=5мм, α=9⁰. Давление газа на входе в сопло изменялось в диапазоне 3-15бар.

Определены ионы, излучающие в данном спектральном диапазоне, и проведена расшифровка спектров. Проведено сравнение интенсивностей газов при различных давлениях на входе в сверхзвуковое сопло. Установлено, что интенсивности эмиссионных линий в данном диапазоне давлений растут, либо достигают своего максимума, что согласуется с теорией Зельдовича и Райзера.
Иван Дубинин
(РФФ – 5-й курс)

Разработка стековых рентгеновских зеркал с возможностью фильтрации близкорасположенных спектральных линий
Руководитель: к.ф.-м.н. С.А. Гарахин
В работе описывается процесс оптимизации стековых рентгеновских зеркал, предназначенных для изучения процессов в короне Солнца, в частности -  солнечных вспышек. Многослойные зеркала, применяемые в телескопах, зачастую имеют довольно широкую полосу пропускания. Часто измеренный полезный сигнал оказывается зашумлен вкладом близких спектральных линий. 

Телескопы, основанные на такой технологии многослойных зеркал, близких к нормальному падению, использовались во многих миссиях, посвященных наблюдению Солнца в ультрафиолетовом диапазоне длин волн, в частности, Fe-IX (17,1 нм), Fe-XII (19,5 нм), Fe-XV. (28,4 нм) и He-II (30,4 нм). Характеристики многослойных зеркал в основном оцениваются с точки зрения максимальной отражательной способности на рабочей длине волны и способности подавления нежелательных линий.  Из-за их хорошей временной стабильности многослойные Mo / Si зеркала обычно используются для всех этих длин волн, даже если на более длинных они имеют относительно низкий пик отражательной способности по сравнению с парами других материалов. Более того, в случае периодической структуры Mo/Si, оптимизированной для Fe-XV, кривая отражательной способности довольно широкая в спектральном отношении и включает сильную линию He - II, которая может повлиять на диагностику с помощью сигнала линии Fe. 
Предлагается метод для создания подходящего защитного слоя, покрывающего многослойную структуру, который минимально влияет на пик отражательной способности, одновременно подавляя нежелательное излучение от относительно близких линий. Такая методика защитного слоя может быть применена как в случае периодического, так и апериодического многослойного зеркала, выполненного из разных материалов. Идея метода состоит в рассмотрении распространения падающей и отраженной стоячей волны в структуре. Покрывающий слой может быть реализован с использованием многослойной структуры из различных материалов, например, для получения дополнительных механических или оптических свойств, таких как временная стабильность для структур Mg/Be, которые в отсутствии защитного покрытия окисляются со временем.
Артём Перетокин

(РФФ– 5-й курс)

Анализ взаимодействия наноостровков Ge(Si) с различными модами двумерных фотонных кристаллов
Руководитель: к.ф.-м.н. М.В. Степихова

В настоящее время остаётся не решённой задача создания источников излучения на кремнии ближнего ИК диапазона. Перспективным вариантом её решения представляется создание фотонных кристаллов (ФК) на базе кремниевых структур с само-формирующимися наноостровками Ge(Si), излучающими в диапазоне длин волн 1.2–1.6 мкм. За счёт эффектов взаимодействия активной среды с модами ФК в таких структурах наблюдается усиление сигнала фотолюминесценции (ФЛ). Большего усиления сигнала ФЛ можно ожидать при прецизионном встраивании наноостровков в максимумы поля той или иной моды ФК. В работе обсуждаются результаты экспериментального исследования люминесцентных свойств двумерных ФК с квадратной решёткой с упорядоченными наноостровками Ge(Si) и проводится теоретический анализ полученных результатов с точки зрения встраивания наноостровков в максимумы поля различных мод ФК. Также представлены результаты численного моделирования таких структур с целью подбора параметров ФК, для которых будет наблюдаться максимальная корреляция между пространственным расположением наноостровков и максимумами поля мод ФК.
Илья Царьков

(ВШОПФ – 5-й курс)

Фазовые переходы в сверхпроводниках второго рода с пространственно неоднородным коэффициентом диффузии
Руководитель: д.ф.-м.н. А.С. Мельников

На модельных задачах были изучены особенности образования сверхпроводящих состояний в сверхпроводниках с неоднородным коэффициентом диффузии. Было показано, что локализованные сверхпроводящие состояния, образующиеся при уменьшении внешнего магнитного поля, могут иметь ненулевую завихренность. Характерный диапазон температур, при котором происходят такие переходы, сильно зависит от характерного размера и амплитуды изменения коэффициента диффузии. Данный эффект проявляется в появлении изгиба на графике зависимости критического поля от температуры.
Зимняя научная конференция студентов
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